12, (a) Como a impureza tem 5 elétrons de valéncia, 4 sdo usados em ligacGes covalentes com atomos vizinhos de silicio
e o elétron que sobra fica desemparelhado e fracamente ligado, o que representa em um diagram de bandas um nivel
de energia proximo a banda de conducdo do semicondutor. Por excitacdo térmica, esse elétron pode se tornar um
elétron livre e protanto esse tipo de dopagem é do tipo “n”. (b) O efeito fotovoltdico representa o processo de absorcdo
de fétons pelo material semicondutor. A energia deste foton tem de ser maior ou igual a lacuna de energia entre a
banda de valéncia e a banda de condugdo (band gap). Essa energia adquirida pelo semicondutor é utilizada para
produzir pares elétron-buraco (lacuna) e esses elétrons, que se encontram na banda de condugdo, podem ser usados
para gerar corrente elétrica. (c)Eg=ch/A=4,91x 10™° Joule ou 3,07 eV.
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22, (a) Usando a equagdo de Moseley: \/T =495x10" x (Z —1) —>( co } :( pJ = ( co ) —Z. =30
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(b) O experimento de Stern-Gerlach é a demonstracdo experimental da existéncia do spin eletronico. Assim:
e
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(c)n=2->1=0,1->m=0(I=0)e-1,0,+1(I=1). Como L, = mh, temos que os valores possiveis de L, sdo: 0, -h, + h.

39, (a)

{— %3722 +U (X)}(I’(X) = Eg(x) > {— %dd%}gol(x) =Ep(x)—> i(ik)z 0, (x) = h;‘: ¢,(X)=Eg,(x)

h2k? V2mE [ #? d? ~n?(k")’

o =E->k= - '{_%WJFU}%(X):E%(X)_)—ZW(] ) ¢2(X)=( _U)¢’1(X)
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—hz(:q) :U—E—)k’=—2ml; E.

P,(x)= |, (X)2 = C?exp(—2k’x)+2CD + D? exp(2kx). Portanto o valor da densidade de probabilidade aumentaria a

medida que a particula penetrasse na barreira, o que ndo faz sentido. Assim devemos assumir que a amplitude “D” é
desprezivel.

(b)

P(x)= |¢1(X12 = A% .sen’(nx/L) P(x) 4 1 P(x) n .
P,(x)=|p,(x)" = A?-sen®(2x/L)
! > | ] >
*=e x=L  *x=0 x=1/2 x=L
L/2+L/8 L/2+L/8
IL,H,B P, (x)kix = A’ leHlssenz(yzx/L)dx =...=0,23A°L



